
次世代パワー半導体の平坦化研磨技術
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仕上げポリッシュ後
Ra 0.123 nm

GaN（ Ga ⾯）
最終仕上がり粗さ

SiC（ Si ⾯）
最終仕上がり粗さ

エピ付き基板 、

HPSI基板の加

⼯も⾏っております。

粗さ低減の研磨を得意としております。

3×3 mmの⼩⽚基板からφ150 mm

まで対応可能です。

⾮極性⾯の加⼯も⾏っております。

Ra 0.088 nmTV 1.54 µm

Φ4インチ SiC（ Si ⾯）
最終仕上げ後厚みばらつき

17 m

12 m

17 m

※測定装置：ナノフォトン社製レーザーラマン顕微鏡 RAMANdrive
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